
TT 7000
Dioden-
und
Transistortestgerat

Mit dieseni Dioden- zind Transistortestgerät mit 3 1/2stelliger digitaler
Anzeige können sä,nt/iche bipo/aren NPN - oder PNP - Transistoren
sowie Diode,, auf ihre Funktion hi,, iiberpriift werden.

Der Verstärkungsfaktor von Transistoren kann hei unterschiedlichen
Basis- und Kollektorströ in en gem essen werde,,, wobei selbst Leistungs-
transistoren mit entsprechenden Ko/lektorströmen getestet werden
können.

Weiter ist es möglich, auch den KoI/ektor-Emitter-Reststrom bei kurz-
gesch/ossener Basis-Emnitti!r-Strecke zu inessen, wobei Kollektor-
Enmitter-Spannungen von 0 bis 200 V einstellbar sind.

Diirch umfangreiche SchiitzmaJ3nahnien ist sowohi das Gerär a/s auch
die zu priiftm,de Diode bzw. der Transistor durch Fehibedienung weit-
gehend geschiitzt.

Ailgemeines zur EL V-Serie 7000
In der vorigen Ausgabe ELV Nr. 15 kun-
cligten wir als weiteres Gerä t aus unserer
beliebten ELV-Serie 7000 wahlweise den
Luxustransistortester oder das Induktivi-
tats-MeBgerät an.

Hierzu crreichte uns eine FOlk Von Zu-
schriften, die sehr zu unserer Freude auch
weitere konstruktive VorsehiOge betUglich
Entwicklung und Verotlentlichung elek-
tronischer GerO te enthiciten. Auch wcnn
wir nichi jede Zuschrift heantworten kOn-
nen, versichern wir Ilincn. daft jede einzclnc
Zuschrift yOu fachkundigen N4ita rbeitcrn
unserer Redaktuon gelcscn und a usgewertet
wird, woraufhin entsprechencle Fntwick-
lungen in gcwohnter ELV-QualitOt von iins
vorgenonimen und spatcr verOftentlicht
we rde n.

Wir möchten nicht versOumen, uns an die-
ser Stelle noch emmal ausdrOcklich fur Ihre
Vorschlage und bcsonders auch für das in
fast allen Zuschriften ausgedruckte Lob an
die Redaktion bedanken. Wir haben uns
sehr gefreut zu hdren. welchen Anklang
unscre Schaltungcn hei Ihnen gefunden
hahen, deren Nachbausicherhejt, wie aus
lhren Zuschriften hervorgeht, sich in der
Praxis bcstens bcwährt hat.

BezUglich der Abstimmung, welches der
beiden zur Auswahl gestellten GerO te aus
der ELV-Serie 7000 Sic nun verOffentlicht
sehen möchten, ergab der lctzte Stand vor
Redaktionsschuft eune geringfhgige Mehr-
heit zu Gunsten des Transistortesters.

Ihrem Wunsche entsprcchend stellen wir
Ihnen dieses GerOt in dem nachfolgenden
Artikel nun vor, wohei wir clas lnduktivi-
tätsuncl3gcrOt in einer der nOchsten Ausga-
hen ebcnlalls verhifenilichen werden da

der Wunsch nach diesem (jerOt nur unwe-
sentlich genhiger war.

Al/gemneines zun, TT 7000
Transistoren des gleichen Typs, ja selbst
der gleichen Gruppe (A, B oder C), streuen
in ihren Daten meist stark. Ferner kommt
hinzu, daft der VerstO rkungsfaktor, heson-
ders bei Lcistungstransistoren, in hohem
MaLte von dem Kollektorstrom abhangig
ist.

Der besondere Nutzen des ELV—Dioden--
uncl T'ransistortestgerOtes licgt somit kiar
auf der Hand.

Mit seiner Hilfe ist es moglich, für die unter-
schiedluchsten Einsatzfälle jeweuls den op-
timalen Transistor bzw. auch ein Phrchen
auszusuchen. Selbst namenlose Transisto-
ren aus der Bastelkiste kOnnen so wieder
,,rehabilitiert" werden, hat man sich erst
emma! mit Hilfe des Dioden- und Tran-
sistortestgerätes von ihrer Funktionstüch-
tigkeit und ihren Daten überzeugt.

Bedienung and Fzmnktion
Bcvor wi r ullit der eugentlichen Schalt ungs-
beschreihung heginnen, wollen wir uns die
wesentlichen Funktionsinerkmale dieser
Schaltung all der Bedienung verdeut-
lichen, wobei wur das Blockschaltbild
(Bild I) zur Unterstützung herariziehen.

T I stellt den zu testenden Transistor dar.
In der cingezeichneten Stellung der Relais-
kontakte re 2 a, re 2 b und re 2 c ist für den
zu testenden Transistor T I ein NPN—Typ
einzusetzen. Die Umschaltung von NPN
auf PNP (anclere Stellung von re 2) erfolgt
auf der Frontplatte mit denu Schalter
,,NPN/PNP" (S 7), der das Relais Re 2 arbei-
ten lOOt.

Die Anzeuge, au! welchen Transistortyp
das CierO t eungestellt wurcle, erfolgt uiittels
der heiden Leuchtdioden D 18 (NPN) md
D 19 (PNP) über den vierten Relaiskontakt
re 2 d.

Mit dem PrOzisionsdrehschalter S 2 wird
der gewünschte Basisstrom eingestellt,
woheu urn A rbcutshereich für N PN—Transi-
storen 5 2 a und bei PNP—Transistoren
S2 b in Funktion ist.

Um spater eine moglichst einfache Able-
sung des VcrstOrkungstaktors 7U haben,
werclen clue Basisstromc in 5 dckadischen
(10cr) Schritten von 10 uA his 100 mA mit
S2 cingestellt.

Due heuden Präzusionsdrehschalter S 3 und
S 4, die mechiunisch miteunander verbunden
suid (S 4 hefundet such auf der Zusatz-Schal-
ter-Platune), übernehmen mehrere Aufga-
ben, so daft hierfOr vier Stromkreise erfor-
derluch sind, you denen je zwei in einer
Ebene liegen.

Von Hause aus besitzt dieser Schalter, der
wegen seiner hohen Qualutat bei vernOnfti-
gem Preis von uns schon hOufiger einge-
setzt wurde, nur eine Eberle. Aufgrund der
durchdachten Konstruktion clicses Schal-
tcrs ist es mOglich, uiichrere hintereinander
zu setzeui, wohei die vordere Ver7ahullung
der Achse in clue clazu pussende Verzah-
nung der Rückseute des davor angebrach-
ten Schalters eungreift.

Der vordere Schaller (S3) ust direkt auf die
Anzeigenplatine gelotet, wOhrend der da-
hinter liegeuide Schalter (S 4), aufgrund der
erforderlichen uiiechanischen Befestigung,
acd einer iuii nOtugeul Abstand angehrachten
separaten Platiuie angcordnet ist.

S 4 a schaltet den Emitter (bei NPN-Transi-
storen) h7w. den Kollektor (hci PN P-Tran-
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Bud I: B!ockscl,a/tbild des Diode,,- and Tansisto;'tes(gerates Riicka,,sicItt des Dioden- und Tra,zsis(ortestgerätes ohne Gehduse,J

sistoren) auf einen der sechs Mel3wider-	 2. MitS2wurdcein Basisstrom Von 10 uA
stände R28 bis R33.	 0,01 mA eingestellt.

Aus schaltungstechnischen GrUndcn wer-
den sämtliehe Messungen gegen Masse
ci ci rcligclU 0 rt

Bei N PN-Transistoren ist es daher erfor-
cierlich, anstelle des Kollektorstrornes hier
den Ernitterstrom Zn messen.

Da die meisten Transistoren einen Verstär-
kungsfaktor von Ober 100 aufweisen, liegt
der Fehier den man maeht, wenn man sagt,
Kollcktorstrorn = Emittcrstrorn unterhalb
I Der Fehier ist dadurch volikomnien
vernaeh hissigha r.

Mit S 4 b wird das 3Vstcllige digitalc Mel3ge-
rut jeweils auf den enisprechenden MeOwm-
derstand geschaltet. Auf these Weise wirci
der Spa nnungsabf all an dens betreffenden
Widerstand gemessen. der wiederum dens
durch den Transistor fliei3enden Strom di-
rekt proportional ist.

Da Ober S3 h gleichzemtig die Punkte der
3'/stelIigen digitalen Anzeige mit den da-
zugehdrigen LED's für V, uA unci mA an-
gestcucrt werden, kann der gemessene Tran-
sistorstrom direkt ohne Urnrechnung ahge-
lesen werdcn.

Der Verstärkungsfaktor B ergibt sich nu n,
indens man den Kollektor- (bzw. Emitter-)
Strom durch den mit S2 eingestelltcn Basis-
strom teilt -

B=	
Ec	 Kollektorstrom
I B	 Basisstrom

Da dieser, wie sehon erwahnt, clekadischer
Natur ist, hraucht man nicht lange Zu rech-
nen. Zwei kurze l3emspiele seien angefugt:

1. Mit S 2 wurde cin Basissirom Von I mA
cingest clii.

Die Anzeige zeigt uns einen Kollektor-
strom von 250 mA. Daraus ergibt sich
ein Verstarkungsfaktor Von

1=	
'C = Kollektorstrom

'B	 Basisstrom

=	 250 mA 
=

Im A	 -

Die Anzeige ergibi cinen Kollcktor-
strom von 12,56 mA. Dara us ergibt sich
ciii Verstdrk ungsfaktor von

1= 1 c	 12,56 mA
- 10 U

	

= 12,56 mA	
1256

0,01 mA
Schaltet man nun den Basisstrom emnen
Schritt hdher, (ggls. den Kollektorstrons-
met3beremch audi), so ist Cs clurehaims flOg-
lich.ja sogar walirseheinlmeh, dab sicli icut
ciii umndercr Versthrkungsiaktor B ergibt,
aufgrund der Tatsache, clal3 sich im allge-
meinen hem Transistoren der Verstiirkungs-
faktor mit dens Kollektorstrom hndcrt.
Selbstverständlich wird der dann gensesse-
ne Versthrkungsfaktor Zumindest in der
gleichen Gr6f3enordnung liegen. Bei Lem-
stungstransistoren kann dies allerdings

	

schon um +– 50	 unci mehr differieren.
Der mit S3 a bezeichnete Schaltkrcis des
Priiisionsdielisehalters S 3 steuert emmic
Sirombegrenzungsschaltung, die dalOr
Sorge truigt, daO bei cineni Lilsclien (in
11 1, (l3en) Basisstmoni der Koilcktorkreis
clurelisehliigt. .Je nach cingestelltens Strom-
mel3bereich kann Ocr max. flief3ende Strom
nur urn Ca. 20 den MeObereichsendwert
überschreiten, d. h. im 2 A-Bereich konnen

max. 2,4 A ins 200 mA–Bereich nur Ca.
240 mA fliel3cn. Damit sich keine FehI-
messung ergibt, wird das [mnsetzen der
Bcgrenzung durch emne LED ( 16) ange-
zemgt.

Bei den unter 2 us A licgemsden Bercielsen
setzt die Begrenzung trotzdens erst bei Ca.
2.4 isiA em, dim es wohl kaum Transistoren
gibt, die bei einens Strom von weniger als
2 mA durch Uberlastung ,.sterben".

Konsissen wir nun mr Messung des Rest-
stronss sowme der Kollektom-Basis-Sperr-
spannung, die je nach spuitereiss Einsatz nut
der K cOle ktor-Ens i tter-Sperrspann cing
0 here i mist ins mist.

Wird die Basis wuIsrencl des spitereis Em-
satzes sehr hochoIsmmg angesteuert (ntihe-
rungswemse often gelasseri), SO 1st die claim
rnogliche Kollektor-Emitter-Spannung in
der Regel Ca. 20-30 O geringer, als bei
kurigeschlossener Basis-Fmitter-Strecke.

Für die Messrmmsg mit dem Dioden- umsd
Transistor-Testgerät geht man wie folgt vor:

Der Schuilter 56. cler vcirlser gedli net war,
was clureh die LED D 20 (1 ( ,) angezeigt
wuirde, wircl nun ci urch Drehen des Span-
nungsemnsiellpotis R 17 gesclslossen - I.FD
D21 'ltesi Ieuchtet ant. Mit Oem Span-
msungsei nstellpoti R 17 wi rd nun die cut-
spreclsencic Kollcktor-Ensitter-SpannLing
eimsgestellt, die auf der Amszeige abgelesen

LA

I	 I -,
'L	 Ii

Frontansicl,f des Diode,,- and Tra,,sisto,'tesrgerdtes oIzite Ge/,duse)
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werden kann, sofern der Schaller S 5 sich in
der eingezeichneten Stellung befindet.
Wird S5 (S 5 a und S Sb) umgeschaltet, so
zeigt das Anzeigedisplay den zu dieser em-
gesteliten Spannung geho renden Rest-
strom an. Da naturgcmäB dieser Rcststrom
sehr gering 1st, ist der Schalter für die Em-
stcllung des Stromnielibereichcs in cine
cntsprcchende empfind!iche Stellung zu
hringcn (7. B. 20 uA).

Sobald das Spannungseinstellpoti im Uhr-
zeigersinn gedreht wird, schaltet sich das
Dioden- und Transistortestgerät automa-
tisch über den am Poti befindlichen Scha!-
ter S6 a und Sob auf Rcststrommessung
urn. so dat?, die mit dem Putt eingestcllte
Spannung an der Kollektor-Emitter-Streckc
des zu testenden Transistors anstcht.

Achtung: Wir weisen ausdrück lich darauf
bin, daB die am Gerlt für die
Messungen zur Verfügung ste-
henden Spannungen in der Grö-
l3enordnung von 200 V liegen
kdnnen und lebensgefBhrlieh sind.

Bitte gehen Sic unhedingt mit
gr613ter Sorgfalt bei den Rest-
strommessungcn vor. Die VDE-
Bestimniungen sind zu beachien.

Tm vorstehend besehriebenen Fall wurde
eine Kollektor-Emitter-Spannung vorge-
geben rind der dazugeharige Reststrom
gemessen.

Fine weitere Möglichkeit unseres Dioden-
imd Transistortest-Gertites besteht darin,
die Kollektor-Emitter-Spannung mit dem
Spannungseinstellpoti langsam herauf zu
drehen, wahrcnd man aol der Anzeige den
Reststrom beohachtet. Hat er einen he-
stimmten, von Ihnen testgelegten und für
seine spliteren Vcrwcndungszwecke zutrag-
lichen Wert erreicht, wird S 5 wieder zur
Spannungsmessung urngeschaltet und es
kann die für diesen Reststrom zuliissigc
Kollektor-Emitter-Sperrspa nil Lillg direkt
abgelesen werden.
In diesem Zusammenhang 1st besonders
wichtig zu wissen, daB der Koilektorrest-
strom mit steigender Temperatur sehr stark
zunimmt, so daB es für eine Messung des
Kollektorreststromes (max. 1 mA) sinnvoll
ist, den Transistor moglichst auf die max.
vorkommende Arbeitstemperatur zu erwär-
men, um sicherzustellen, daB die Schal-
tung, in die er eingesetzt werden soil, auch
unter ungUnstigen Bedingungen einwand-
frei arbeitet.

Sofern man sich mit semen Werten edoch
auf die sichere Seite legt, 1st die Erwirniung
des zu testenden Transistors nathrlich
übertl llsslg.

Dioden test
Mit deni bier vorgesteliten Dioden- und
Transistortcstgerit kdnnen auller Transi-
storcn auch Dioden gepruft werden.

Hierzu wird die zu testende Diode all
Kollektor- und Emitteranschlull ange-
klemmt.
Mit dem Spannungseinstellpoti wird die
Spannung, die mail Transistorprüfun-
gen zur Bestimmung des Kollektorrest-
stromes benotigt, langsam auf den ge-
wünschten Wert, dcr für (lie 7(1 prQfende

Diode zutraglich ist, hochgedreht (7. B.
50 V). Bringt mail 	 nun in Stellung für
Strommessung. kann mail 	 Rcststroni
ahl esen.

Danach ist die Diode 111117udrehen. 5 5 aol
Spannungsmcssung zu schalten rind die
Durchfluf3spannung dadurch auf der An-
zeige 7.0 ubcrprüfen (Anzeige Ca. 00.6).

Die Versorgungsspannung wird hierbei
automatisch heruntergesetzt, so daB cm
Prüfstrom von ca. 5 mA fliellt. Die Stellung
des Spannungspotis ist hierhei unwesent-
lich, es mull jedoch mindestens etwas auf-
gcdreht oem, damit auch 56 eingeschaltet
ist.

Wird (lie Diode zuerst in Flulirichiung em-
gesetzt, ist zunBchst die Durchllullspan-
nung rind danach erst der Reststrom zu
rnessen.

Eine (iberlastung der Schaltung geschieht
hierdurch nicht.

Zur Schaltung
Die eigentliche Funktion der Schaltung
wurde grolltenteils im vorgehenden Ab-
schiiitt erloiutcrt.

mi folgenden wollen wir nun au! die schal-
tungstechnische Realisierung emngehen.

Die 5 positiven sowie die 5 negativen Kon-
stantstroinquellen Sind auf einfachste Weise
durch einen \Viderstand realisiert. Durch
den verhaltnismäBig hohen Spannungsab-
fall von ca. 15  1st bei geringfügigern
Schwanken der Basis-Emitter-Spannung
des zu testenclen Transistors cine hinre,-
chende Strornkonstanz gegeben. Bestimmi
wird der Basis-Strom (lurch (lie Widerotin-
de R IS his R 27 im Zusaninienhang mit der
Ilir NPN-Transistoren iur Vcrl'ugung ste-
henden Basis-Vcrsorgungsspannung von
+ 15,7 V sowie (Icr negativen Basis-Versor-
gungsspannung von -10 V. wozu mail
+5,6 V addieren mull, da bei PNP-Transi-
storen der Basis-Emitter-Strom nach +5,6 V
abflie!3t. Die 0,1 V hoher liegende Span-
flung von 15,7 V (gegenUber 10,0 +5,6 V)
resultiert aus dem mittleren Spannungsab-
tall an den MeBwiderstBnden von 0,! V, der
nor bei Messung von NPN-Transistoren
auftritt.
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0 R28M
!ie.ctOckungsseife der Schalferplu fine des
Dioden- and Transistortestgerafes

Sfiicklisfe:
EL V Diode,:- mid TransiIforfestgeriit
TT 7000

!/alhleiter
III	 ...................................... 7805
I(	 7...................................... . 7905
I ......................................... 78)2
('4	 ...................................... 7900

1(5	 ......................... ............ L 002
1(6 .................................... IL 001
('7	 .................................. IC). 711)7

TI	 .................................... TIP 140
T2 ..................................... Br 472
T3 .................................. BC 548 C
Dt I-Dt 4 .................... TI L 71)1=01S1105
I') I-DO	 .... ............................	 I N 4(11)1
09-DIll	 ............................... IN 4007
DII .......................... ........ dPI) 5.6
1)12, 0)3 ...................... (Iii) ooIb.5 mm
1)14 ........................... LL1) ". 0".5 null
1)15-1)2)	 ....... ........... .... . III) rot, 5 lttttt
1)22-1)24 ......... .... ......... . I H)	 01.3 mm
025, 1)26 ..................... . ....... . IN 4001
077-040 .............................. IN 4148

Ko,:de,rsaforen
Cl. Cl	 ........................... 1010) pi /166'

3-CO	 ..................................13(1 nF
C7. CO	 ............................. III pI'/16\
C9, CIO	 ........................... 220 617/25V
CI I. C12	 ................................130 ad
C13. C14	 ............................ 0 5F/16V
CIS .............................. 4700 6F/25\'
CII.	 ................................	 IS 5F/16V
('17	 ..................... ...... .... ..I pF/I6\'
C10	 ................................ 10 pI"/IO\'
C19	 ............................. ..IOff pill6'1
C20-C22	 .......................... 4.7 pI'12511V
('23	 ..................................... 00
('24	 ............... ..... ................. I)) p)
('25	 ..................................... 0))
('6	 .................................... 470 	 tI'

77	 ................. 22)) 	 tI'
('70	 ................. ......... .... .... .. . I))	 ti'
('29	 .... . IOU itF'

Widersfände
RI ,,,,,,,,,,.,,,,, ............ ..... .... ..	 I	 (0
R2	 ...................................... 126)1
R3	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,....,,,,,,.,,..33k11
R4	 ...,................................ 4701)
05	 4711
06	 4.7 II
07 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....	 0.47 Il/S Walt
00	 .0 dl)
199-RI)	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,............	 Ill (II
012 ,.,,,,,,,,,,,,,,.............. 47 (11/2 Wan
013	 ................. ............ ..... ..	 IS)) 111
0)4	 ,,,,,,............... ............ ...	 27)) (II
RI5.....................................	 12 (II
RIO, 033, 030. 049 ,,,,,,,,,,,............ 10 III
1(17	 ,,,,,,,,,,..,...............	 10 (II, Pot), lIlt.

6 rtirtt Acltso nit Scltaltor
RIO, 019	 ,,,..,,,,,..,,,,,, ... ....	 51) 11/2 Watt
RIO. 021	 ,.,,.,,,,,,,..,.,.,,,..,,,.....	 1.5 11)
027. 023	 ................................	 IS (II
074. 025	 ..,,.,,........................	 ISO (II
026. R27	 ..............................	 .5 MI)
020 .................. ..... .......	 0,1 lI/I Walt
029	 Ill
R30	 II) If
1(31. 047	 ........................... .....	 11)1111
032	 110
034, R40	 .................. ... ...... .....	 I MI)
035	 I dl)
036, 037	 ,,.,,,.,,,...................... 470 II
039-046	 .,,.,,,,,.,..................... 47)) II
05))	 ......................	 I)) (II, Wottdol) tIltiltIlO
05)	 47(11
072	 .................................	 1)0) di)

Son Wi ges
I NeU'tratts)'ortttalot
'1)111,: 2200', 26 VA

Sod.: I. 9V. 2A
2. 9V, 0.4A
3, ISV. 0.2A
4, 05V, ))112A

I 5iontens K,irtttttrclais. 4 a urta
I Pt'iiisockel 'rut Si,,-- Kantntrc)ais
I Src'tttctus Kark'nrolais I x uni
3	 ,isjrrt,s'I )tdtsoltaltct'

1 sO Otollruttgctt I 	 I II SB 2)) AD
I Mttttatuut . Ktitp'.eltrtltcr I a Out
I Mintatur-Kippscha)tor 2 a uttt
I Fu ttge,.Kuihldiut per
2 I'rol"tI-Kuultld'orpor SK 13/35 SA-220 0,
I Plattnc'ttsicherutngs)taller
I Sioltot'tittg 25)) tttA
I I rrlstr)'tc

Gehdusebai,safz
I Goltui toe outs dot Serue 7))))))
I hedrtickte trod gebitltrle Froniplalte
I Riickplatte
2 Ge)tiiusehel'estigturtgssc)tratuhotr
1 2-adriges Netadabel alit Stocker
3 Spatiniangett-I)te)tkttuiple 14 tttm 0 nttt iztrhtgen

Decd'eltt tittu) P)'otlacltc'uheti
3 I'ele)'ortbtuc')tsett 1111) serscltiedettfarbigen K iitts)stoCt'

t),i)eekrurtutett
I Krpp'.c)t;ulter 2 a ant
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Aufeine genaue Einstellharkeit dieser cben
crwiihnten Spannungen haben wir hewul3t
verzichtet, urn das Gerdt so naehhausicher
wie moiIich zu machen. Selbst wenn die
angegehenen Spannungswerteurn einige
100 mV differieren, hat dies alit' den tat-
sachlich zu erzielenden Nutzen, bei der Ge-
nauigkeit der Verstdrkungsfaktormessun-
gen. nur wenig EintluI).
liii Normalfall wird die Genauigkeit in der
Grol3enordnung von ca. 1 liegen, was auf
die Verwendu ng der ohnehin seit neuestern
in unseren Bausützen eingesetzten Metal!-
filniwiclerstOnde zurUckzufhhren ist.
Diese Mcl3genauigkeit 1st jedoch, schaut
man sieh die zu uherprOlenden Ohlekte
hi nsichtlich Temperatur, Stahilitdt und A!-
terung an, vollig hberflussig. Als sinnvoll
könnte mail diesen Messungen eine Ge-
nauigkeit, die in der Grol3enordnung von
5-10% lie-en dürfte, hezeichnen. Dies
wird von unserem Gerd t ,,!tichelnd" er-
reieht.
Aus Vorgenanntern ergibi sieh, dal3 wir
ohne weiteres ant' Abg!eiehpunkt verzich-
ten koniiten, so daB mit einem Minimum
all Abgleicha Lilwand (einzige Einstellung
nut R 50) eine gute Genauigkeit erreicht
wurde.

Die benotigten Spannungen werden aus 4
getrennten 'Wicklungen des Spezialtrans-
formators gewonnen.

Die +-5 V werden Ober die IC's I und 2
stabilisiert, während die + 15,7 V und die
-10 V von den IC's 3 und 4 stabilisiert wer-
den. Urn auf eine moglichst genaue Span-
11 ung von 15,7 V bzw. -10 V zu kommen,
wurden in die Ground-Leitungen dieser
heiden IC's zwei gelbe bzw. eine grüne
LED einizefligt, die sich dureh cinen ver-
hiiltnisnihl3ig wenig streuenden, konstan-
ten Spannungsabfa!I auszeichnen.

Bei der Erzeugung der Referenispannung
für die Strom begrenzung dber den OP I
(IC 5) wurde ebenfails cone Leuchtdiodc
(D 15. LED rot) eingesetzt. Dies ist eine
ebenso preiswerte wie elegante 1-6 sung. Zu
beachten ist lediglich, dad die roten, grUnen
und gelben Leuchtdioden nieht vertauseht
werden, dii zu den entsprechenden Farben
versehiedene Diodentlu13spannungen ge-
horen.

Die +5,6V werden Ober OP 2 (IC 5), der
den Ltingstransistor T I ansteuert, stabili-
siert. OP I tritt lediglich bci Einsetzen der
Strombegrenzung in Aktion, was durch
Aufleuchten der LED D 16, die sich aufcler
Frontplatte befindet (Kollektorstrombe-
grenzung), angezeigt wird.

Das IC 6 steuert Ober R 11 den Transistor
T 2 so an, dad die mit R 17 eingestclite Kol-
Iektor-Eniitter-SperrspannLing, die von 0
his Ca. 200 V einstel!bar ist, zur Verfugung
stcht.

Das IC 7 stelit das eigent!iche digita!e Mel)-
gerdt dar. Die Funktionsweise dieses hoch-
Integrierten Schaltkreises wurde hereits in
zahireichen vorangegangenen Artikein aus-
fuhrlich besehrieben, so dad wir an dieser
Stelle auf eine detaillierte Beschreibung
verzichten wo!len.

Die gemessene Spannung steht zwischen
den Pun kten 30 und 31 des IC 7 an. Der Pin
30 hehndet sich auf Masse, während der

Pin 31 uber den Vorwiderstand R 48 sowie
den Widerstand R 47 und dann Uher den
Schalter 5 5 a au! (lie zu messende Span-
nung geiegt wild. 1)28 mid D29 dienen
(1cm Eingangsschutz des 1C7.

Zuiri hesseren Verstttndnis wollen Wit' Lois
noeli einnial einen konipietten Funktions-
ablauf anhand cities konkreten Beispieles
verdeuti ichen

Der Ko!iektor- (bzw. Emitter-)Strom des
zu testenden Transistors wird Ober das
3 1/2stellige digitale Mel3gerdt ausgewertet
und angezeigt.

Der Schaiter NPN/PNI hefindet sich in
StelILuig N PN, wodurch sicli (lie einge-
zeichnete Kontaktstel!ung von re 2 a his
re2d ergiht.

Mit 1-lilfe des Schaiters S2 wird ein Bais-
strom von 100 uA = 0,! mA vorgegeben,
der nun durch (lie Basis-Emitter-Strecke
des vorher (oder nachher) eingesetztcn
NPN-Transistors fliedt. Aufgrund der
Stromverstarkung dieses zu testenden
Transistors wird ein Ko!!ektorstrorn die-
Ben, (Icr urn den Stromverstiirkungshi ktor
B grader a!s (Icr Basisstrom list.

Nehmen Wit- einnial an, im Ko!lektorkrcis
liicl3cn jctzt 50 mA, so enlspriehi (las euier
Stromverstttrkung von B = 500.

Gernessen werden die 50 mA. indem der
Mcdbereichsschalter S3/S4 in Ste!!ung
2000 m  oder vorzugsweise 200,0 mA ge-
bracht wird, so dad sich eine Anzeige von
50,0 mA ergibt.

Zustande kommt die Anzeige dadureh, (lad
der Ko!lektorstrom durch R 5 = 1.00 hin-
durchlliefit und (lort einen Spannungsab-
la!! Von U = r:i = 1.011 50mA = 5O mV
hervorruft. Diese Spannung wird von (1cm
digitalen Voltmeter, dcssen Medbereichs-
endwert 200 mV betrdgt, gernessen und an-
gezeigt.

Das Voltmeter selbst, das im wesentlichen
mit dem IC 7 aufgebaut wurde, ist bereits
rnehrfach eingesetzt und beschrieben und
soil desha!b an dieser Stel!e nicht nalier er-
!äutert werden.

Bei der vorstehenden SehaItungsbesehrei-
hung sind wir von der eingczeiehneten Stel-
lung von re I ausgegangen, (lie sich ergibt,
solern dis SpannungscmsteIlpoti ganz am
linkcn Anschlag stcht und (Icr damit ver-
hundene Schaller S  ausgeschaltet (geoff-
net) ist.
Wird dieses Poti nach rechts gedreht, steu-
ert S 6 a das Re!ais Re 1 an und der Kontakt
re I zieht an, wodurch dann der Ko!lektor
des zu testenden Transistors bzw. die
Anode oder Katode der zu testenden Diode
mit der von 0 his 200 V einste!Ibaren Span-
nung verhunden ist.

Ober den Schalter S 5 a kann nun (la, eigent-
liche Voltmeter cntweder auf den Span-
nungsteilcr R 34/R 35 (Teilung von 200V
auf 200 mV herunter) oder auf (lie Medwi-
derstdnde R 28 his R 33 fl r die Strommes-
sung geschaltet werden.

Die Punkte und Mel3arten und Bereichsan-
zeigen erfolgen automatisch richtig zu den
entsprechenden Schalterstellungen. so  dad
Fehlmessungen praktisch ausgeschlossen
sind.

Einstellung
\Vic hcrcits an anderer Stelle erwtihnt, ist
rn wesentlichen nur cin cin/iger Ahg!eich-
punkt in dieseni Dioden- und Transistor-
testgcrdt vorhanden.

Für (lie Finstellung geht man wie l'o!gt Vol':

Der Schalter S5 wird in Stellwig Spannungs-
messung gehracht.

An die Punkte 30 und 31 des IC 7 wird em
Spannungsniedgcra t angeschlossen, das
cinen Melihereich von moglichst 200 mV
aulweist (digitales Medgertit mit 2 V Mcd-
hcreiehscndwert geht auch).

Mit R 17 wi rd nun eine Sprintin g einge-
stellt, so dad sich zwischcn den Punktcn 30
und 31 des IC 7 100-200 mV einstcllcn.

Mit dem \Vendeltrimmer R 50 wird nun
exakt (liese iwisehen (tell 30 und
31 nut deni Verglcichsmeligerät gemessene
Spannung auf deni Anzeigendisplay des
Dioden- und Transistortestgerdtes einge-
stelit.

Daniit ist der wesentliche Ahgleich des Ge-
i'dtes ticendet. Das Vergleichsrnedgerdt
kann entfernl werden.

Auch an (heser Stelie niöchten Wit- noch
ciii mat a usd rück hcli dii ia u I'll i nweisen , daLi
sowohl (lie Nctzspannung, (lie für (tell
Transl'ormator erl'ordcr!ieh ist, ills aueh die
fast 300 V grode Eingangsspannung für die
KoI!ektor-Ernitter-Sperrspannung lehens-
gefährlich sind.

In der Schaltung wurde der Widerstand
R 28 mit 0,1 1) angegehen. Aufgrund der
Komplexidit (icr Schaltung sind z. T. ctwas
ldngerc Leiterbahnwege zurn Eingang des
IC 7 erl'ordcrlich, so dad hier u. U. gerrnge
Spannungsablii!le aul'treten konnen. Wcnn
überhaupt, so rnaeht sich dieses irn
2000 mA-Medhercich hernerkhar, wodurch
sich ciii geringfugig zu groder Anzcigewert
ergehen kann. Feststellen Iddt sich dieses,
indem mail cinem Strom vonvon z. B.
100 mA zwischen dem 200 mA und dciii
2000 inA-Medbcreich hrn und tier schaltet.
Soliten these hciden Werte starker vonein-
an(ler ahweiehen, so ist parallel zu R 28 em
Widcrstand Al schalten, (icr beide Medwer-
te in tJbcreinstimrnung hringt (z. B. 111).

Dies 1st jedoch ein zusiitz!icher Fcinah-
gleich, der im a!!genieuien wohl nicllt erfoi'-
(lerlich sein durlte.

Zum Nachbau
Der Naehhau dieser etwas komplexeren
Schaitung durfte, aufgrund der grodzugi-
gen Auslegung (Icr Leiterplatten, nicht nur
von Profis zu hewerkstelligen scm. New-
comer solllen sich alierdings, wie an (lie
meisten GeOlte der ELV-Serie 7000, nicht
gleich heranwagen, sondern Erfahrungen
bei kleineren Schaltungen suehen.

Da wir heim AUfbai dieser Schaitung aus
vorgenannten GrLinden von entsprcclien-
den Vorkenntnissen ausgehen kOnnen,
wollen wir an dieser Stelle auf die Aut'bau-
beschreihung, die anhand des Bestuckungs-
planes in alter Regel problemlos durchzu-
l'ühren ist, verzichten (hid Ihnen gleich fro-
ties Gelingen mid viel Freude mit Ihrern
Dioden- Lind Transistortestgeri' t wttnschen.
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